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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会 (SAC/TC203)与全国半导体设备和材料标准

化技术委员会材料分技术委员会 (SAC/TC203/SC2)共同提出并归口。
本标准起草单位:有研半导体材料有限公司、浙江省硅材料质量检验中心。
本标准主要起草人:张静、孙燕、边永智、楼春兰。
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硅片字母数字标志规范

1 范围

本标准规定了硅片或其他半导体晶片上字母数字标志的编码规范,包括标志的形状和尺寸、字母数

字代码的定义、要求和字母数字错码检验方法等。
本标准适用于在硅片及其他晶片正面或背面的编码标志。
注:字母数字标志及关联信息存入数据库,可被简单的自动光学字符读数(OCR)仪或人工进行独立、快速识别,确

保晶片制造商对晶片标记的一致性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T14264 半导体材料术语

SEMIAUX001 供应商识别码列表(Listofvendoridentificationcodes)
SEMIAUX015 自动光学字符读数字符概述(SEMIOCRcharacteroutlines)

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

字符间隔 characterseparation
任意字符的相邻边界之间的水平距离。

3.2
字符间距 characterspacing
相邻字符的字符中心线之间的水平距离。

3.3
字符倾斜度 characterskew
字符的基线与字符的窗口底部平行线之间的字符倾斜度。

3.4
相邻字符未对准度 charactermisalignment
Radj

同一行两个相邻字符的字符基线之间的垂直距离。
3.5

行字符未对准度 linespacingmisalignment
Rline

同一行中最高和最低字符的基线之间的垂直距离。

4 标志的形状和尺寸

4.1 写入字符时可使用实线法或点阵法,最小点阵尺寸应为水平方向5个点,垂直方向9个点,如图1
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